
NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE 

2N 3054 campI, of BOX 14 

- L F large signal power amplifir.ation 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current switching 
Commutation fort courant 

Dissipation deratmg 
Variation (/p dissipation 

lUO 

IS 

00 

25 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

VCEO 55 V 

IC 4A 

Ptot 
25W 
29W 

h21E (O,5A) 25 - 100 
80 - 200 

fT 0,8 MHz 

2N 3054* 
BOY 71 

* Preferred device 
Dispositif recommande 

2N 3054 
BOY 71 

2N 3054 
BOY 71 

min. 

Case TO·66 - See outline drawing CB-72 on last pages 
BOÎtier Va" deSSin cote CB-72 dernières pages 

Welght 6.4 g_ 
Masse 

2N 3054 

Bottom view 
Vue de dessous E o 
Bottom view B 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwlse stated) 
(Sauf mdlcations contraires) 

BOY 71 

Collector-base voltage 
TenSion collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
TenSIon collecteur-émetreur 

----~ -i ~:::T ~- ::- ::-1 
-;B~~-1~~; Il v~:· 1- 60 ----6--0--+:----v 

V 

V 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage V 
TenSion collecteur-emetteur V BE = -1,5 V CE X 90 90 1 V 
--~~---------------------+-I --4---------------~.------

;;~~;~r~~:~~e~~_~:s~e 1 
V 

Collector current 1 liA 
_______________________ + ___ C 4 _______ 4 ___ -+1 ____ _ C!'urant collecteur , ~l-=, , 

Base current 1 1 

Courant base __________ o---..------B- 2 ________ --+,I _____ A 

Power dissipation 25 C 1 P 9 
Dissipation de puissance tcase = 1 tot 25 2 1 w 
----------- ---------
Junction temperature 
Température de jonction 
-

Storage temperature 
Température de stockage 

'"= THOMSON, CSF 

DIv.S/O"" SEMICOlOolOUCTf:URS 

~o 

max 

min 

max 

200 

-65 

+200 

200 

-65 
+200 

1 
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*2N 3054, BDY 71 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

(Unless othelwIse stated) 
(Sduf IfJdlcatlOns contraIres) 

r Te~t condItIons 1- --]- l ~ Typ Ma~ j ----
__ 1 CO:dlt::S de mesure t-- ___ ___ __ __ _~ _ --- -- T V - 30 VII 

Collector-emitter eut-off current CE = 1 ICEO 0,5 mA 
Courant résiduel collecteur-émetteur 1 B - 0 ---------t--I---- T---I --- ----- --

~~~_~~,~ V~ 1 __ ~ ___ I_ mA 

VCE = 30 V 

V BE =-1,5V BOY 71 5 mA 
Collector-emitter eut-off current t case = 150 c C 1 

t---- --------j 
1 1 

1 VCE = 90 V 1 

Courant résiduel collecteur-émetteur 
ICEX r---)-----1----

V BE =-1,5V i 

t case = 150°C 

i 

! 

6 mA 
i 2N 3054 i 

1 

1 ----------------------------r---- --r---- -+------ 1 

1------

1 

Emitter-base eut-off current 1 V EB = 7 V lE i : ~ BO, 1 

Courant résiduel émetteur-base : IC = 0 1 i ' 

I---------~---- ---r----j 
1 

mA 

Collector-emitter breakdown voltage 1 

Tension de claquage cOllecteur-émetteu~ 

IC =100mA : *i 1 

lB = 0 V CEO(sus) • 1 55 i 

i -1------- -----t-
V 

Collector-emîtter breakdown voltage 1 IC = 100 mA i V * i 

RBE = 100 n ___ l~_~(:us~__ __1 60 4---1-[ ___ V v-

lE = 1 mA 1 V(BR)EBO *: 1 

Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 1 IC =0 -+ 1 

1 

1 1 -t---
1 VCE = 4 V 

1 
1 

1 

IC =0,5 A 1 
1 

25 100 
1 

1 f---------- 1 2N 3054 c---

i 

1 

Static forward current transfer ratIo l ~~E ~4 V Valeur statique du rapport de transfert IC = 3 A 
direct du courant 

---~ 

1 V CE = 4 V 
1 IC = 0,5 A 
1 

i 

IC = 0,5 A 

1 lB = 0,05 A 

i Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

IC =3A 

lB =lA 

Base-emitter voltage VCE = 4 V 

Tension base-émetteur IC =0,5 A 

Second breakdown collector current 
1 

V CE =55V 

Courant collecteur de second claquage 

1 

t = 1 s 

-------------. -- -

* Pulsed 
Impulsions 

t p = 300 J.lS 1i<2% 

2/8 
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1 

h21E 

~~ 
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1--

1 
80 200 

1 

1 V 

VCEsat * 
2N 3054 1 6 i V 

1 

* 
1 

V BE ',7~ 

IS/B 2N 3054 0,455 
1 

A 

______ ---1-____ 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Dour grands signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = lOV 

'c = 0,2 A 
f = 1 MHz 

1 

1 

i 

Rth(j-c) 

SAFE OPERATING AREA 

IC 
lA) 

6 

j-------------t-

- t--

Aire de fonctionnement de sécurité 

- -

2N 3054 

BDY 71 

*2N 3054, BDY 71 

(Unless otherWlse statedl 
(Sauf indications contram,si 

Min. Typ. Mal<. 

0,8 MHz 

7 °C/W 

6 'C/W 

BDY 71 
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Continu 

Pulsed ------
0,2 
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*2N 3054, BOY 71 
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1 

1 

r-- t case = 25°C 

Continuous 
Continu 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

5 10 20 50 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 

0,2 I-+--+----'-->=_.....-.='--i--f---+-f---I 

COLLECTOR cu R RE NT VE RSUS COLLECTOR­
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSion 

IC collecteur-emetteur 

2N 305:'-+--JQ~ (AI -:.;;.---r 1- --

1,6 
--~~ 60 mA 

r--r---- 56 mAl - -

JV:t-~r-- 10m~ 

1,2 ~~ ~ 
~ -

1 30 LA_ 
ïV ~ - r---- l 2~ ml 
v~ -- r---

1 

'/ Il 
lB = 10 mA 

0,8 

/"'-
~ !--

1 

/ 
0,4 

o 
o 2 3 4 

*2N 3054, BOY 71 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

le collecteur-émetteur 

(AI 

0,4 

0,3 

0,2 

i 1 

I
B

=0.5mA-

0, 1 Ll-kdd-==t==t=t=l=l~ 

o 
o 4 12 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSIon 

1 C r.ollecteur-émetteur 

(AI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
o 2 3 4 
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*2N 3054, BOY 71 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

114 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur {valeur minimum} 

IV) 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h 21 E courant en fonctIon du courant collecteur 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonctIOn du courant collecteur 

V CE =4 V 

2N 3054 
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60 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
ImA) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
émetteur 

VCE =4 V 

I~~ 
7' 

V 
// ,/ 

,-vI; / 

W 
1 

1 
l 

Il 
(J 

- c--c--§ 1 
1 - ~ ~I 

- ~n 
0,4 0,8 1,2 

.;? 

-

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

IV) ~=10 
lB 

1,6 J 

l 
~I 

Vf· 
_ (J 

'~ 11J- -1-

:r: ff 

_0 7~--~ 
_0 
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0,8 
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*2N 3054, BOY 71 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C base-émetteur 

lA) 

4 

Vc~ =4 V 

~~",oe..:::: 
-~c~',/ _ 

--" V 
~// / ,,~ 
/// 

l'-v'l>'' 
1 1 

1/ 
f 

~ 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BEsa fonction du courant collecteur 
t 

IV) ~=10 
lB 

1,6 J 

li 
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-2N 3054, BOY 71 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C tension collecteur-base 
22 

(pF 
b 

8/8 
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tcase = 25°C 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIStance thermique en 
régime d'impulsions 
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